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Prevzaté:


Unipolárne tranzistory – MOS FET

Zadanie :

Úloha č.1: Oboznámte sa s katalógovými údajmi unipolárnych tranzistorov KF 521.
Vypracovanie: 

UG1Emax = ±20V 


y21e ≥ 3.5 mA/V (IC = 5mA UCE = 6V)

UCEmax = 20V (UG1E =-6V)

ICEmax = 10mA

ICES = 2...7mA

PTOT = 100mW

-UG1ET =3V (IC =10µA, UCE= 6V)
Záver: Oboznámil som sa.

Úloha č.3: Pomocou merania určite hodnotu UP, prahového napätia tranzistora pri UBS=-10V. Zistite ako vplýva napätie medzi substrátom a emitorom UBS na prahové napätie UP a tento vplyv vysvetlite.
 Vypracovanie: 

UDS = 6V
ID = 10(A




UP = UGS = -0,828V

	UBS [V]
	UP [V] = UGS

	-10
	-0,828

	-6
	-1,129

	-4
	-1,33


Záver: Vplyv napätia medzi substrátom a emitorom bol taký, že zo zväčšujúcim sa napätím UBS sme potrebovali aj menšie napätie UGS na to aby vopred vytvorené hradlo zaniklo.

Úloha č.4: Zmerajte sieť výstupných charakteristík unipolárneho tranzistora KF521 ID=f(UDS) s parametrom UGS pri UBS=-10V.
Vypracovanie: 




UGSPB = 0,7V

	UDS [V]
	UGS = -1V
	UGS = 0V
	UGS = UGSPB
	UGS = 1V

	
	ID [mA]

	0,25
	30
	0,44
	0,703
	0,967

	0,5
	-
	-
	1,51
	1,829

	0,75
	41,2
	1,054
	2,09
	2,53

	1
	45
	1,21
	2,54
	3,11

	1,5
	51,1
	1,351
	3,06
	3,84

	2
	57,4
	1,435
	3,3
	4,19

	3
	70,1
	1,564
	3,56
	4,53

	4
	83,3
	1,663
	3,76
	4,77

	6
	111,5
	1,89
	4,1
	5,13

	8
	143,4
	2,09
	4,38
	5,45


Záver: Čím väčšie bolo napätie UGS tým väčší prúd pretekal tranzistorom, pretože tranzistor pracoval v obohacovacom režime.

Úloha č.5: Zostrojte sieť prevodových charakteristík tranzistora ID=f(UGS) s parametrom UDS pri UBS=-10V z nameraných výstupných charakteristík.
Vypracovanie: 

	UGS [V]
	UDS = 0,25V
	UDS = 0,5V
	UDS = 0,75V
	UDS = 1V
	UDS = 1,5V
	UDS = 2V
	UDS = 3V
	UDS = 4V
	UDS = 6V
	UDS = 8V

	
	ID [mA]

	-1
	30
	-
	41,2
	45
	51,1
	57,4
	70,1
	83,3
	111,5
	143,4

	0
	0,44
	-
	1,054
	1,21
	1,351
	1,435
	1,564
	1,663
	1,89
	2,09

	UGSPB
	0,703
	1,51
	2,09
	2,54
	3,06
	3,3
	3,56
	3,76
	4,1
	4,38

	1
	0,967
	1,829
	2,53
	3,11
	3,84
	4,19
	4,53
	4,77
	5,13
	5,45


Záver: Prehodeným funkčnej hodnoty a parametra sme zostrojili jednotlivé prevodové charakteristiky. Čím bolo väčšie napätie UDS tým bola charakteristika strmšia.

Úloha č.6: Vyznačte jednotlivé pracovné oblasti JFET tranzistora do graficky

spracovaných sietí volt-ampérových charakteristík.
Vypracovanie: Vypracovanie v grafickej prílohe.

Záver: Nakreslili sme hranicu medzi aktívnym a saturačným režimom. Charakteristiku v treťom kvadrante sme nemerali preto sme nemohli naznačiť hranicu medzi triódovým a nulovým režimom.

Úloha č.7: Nastavte jednosmerný pracovný bod tranzistora v zapojení so spoločným emitorom (Source-S) v saturačnej oblasti I-U charakteristík a určite v ňom statické a dynamické parametre: strmosť, výstupnú vodivosť a napäťový zosilňovací činiteľ. (Pri meraní využite definíciu daných parametrov).
Vypracovanie: 
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	UGS = konštanta
	UDS = konštanta
	ID = konštanta

	UDS = 6V
	ID = 4mA
	UGS = 0,7V
	UDS = 6V
	UDS = 6V
	UGS = 0,7V

	UDS = 7V
	ID = 4,22mA
	UGS = 0,9V
	UDS = 5,386V
	UDS = 7V
	UGS = 0,647V


r0 = 4,545 k(
gm = 3,07 S

(u = 37,73

gDS = 220 nS

Záver: V okolí pracovného bodu sme si pri udržiavaní parametrov menili požadované veličiny a z nich sme si už vedeli vypočítať jednotlivé parametre tranzistora typu MOSFET.

